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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理室内に処理ガスを導入し，プラズマ源により前記処理室内にプラズマを生成すると
共に，前記処理室内に配置された電極にバイアス用電力を印加して，前記電極上に載置さ
れた被処理体に対して所定のエッチング処理を施すプラズマエッチング方法であって，
　前記バイアス用電力を前記電極に印加して所定のエッチング時間にわたり前記被処理体
にエッチングを施すエッチング工程と，前記バイアス用電力を低減または遮断して所定の
成膜時間にわたり前記被処理体表面のエッチングマスクに保護膜を形成する成膜を施す成
膜工程とを順次反復し，
　前記エッチング処理が進行するに従いデューティー比を小さくするように前記バイアス
用電力の印加、低減または遮断を制御することを特徴とする，プラズマエッチング方法。
【請求項２】
　前記各成膜時間は，１秒以上であることを特徴とする，請求項１に記載のプラズマエッ
チング方法。
【請求項３】
　前記エッチング処理の最終工程として，前記エッチング工程が行われることを特徴とす
る，請求項１又は請求項２のいずれかに記載のプラズマエッチング方法。
【請求項４】
　前記エッチング処理の開始工程として，前記成膜工程が行われることを特徴とする，請
求項１～３のいずれかに記載のプラズマエッチング方法。
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【請求項５】
　前記エッチング対象は，酸化シリコン膜であり，
　前記処理ガスは，フルオロカーボンガスを含むガスであることを特徴とする，請求項１
～４のいずれかに記載のプラズマエッチング方法。
【請求項６】
　処理室内に処理ガスを導入し，プラズマ源により前記処理室内にプラズマを生成すると
共に，前記処理室内に配置された電極にバイアス用電力を印加して，前記電極上に載置さ
れた被処理体に対して所定のエッチング処理を施すプラズマエッチング装置であって，
　前記電極には，所定のエッチング時間にわたり前記バイアス用電力を出力し，所定の成
膜時間にわたり前記バイアス用電力を低減または遮断すると共に，前記バイアス用電力の
出力と低減または遮断とを１秒以上の周期で順次反復するバイアス用電源が接続され，
　前記バイアス用電源から出力される前記バイアス用電力の印加、低減または遮断は、前
記エッチング処理が進行するに従いデューティー比を小さくするように制御されることを
特徴とする，プラズマエッチング装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，プラズマエッチング方法およびプラズマエッチング装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来，気密な処理室内に上部電極と下部電極とを対向配置したプラズマエッチング装置が
提案されている。該装置では，まず下部電極上に被処理体，例えば半導体ウェハ（以下，
「ウェハ」と称する。）を載置した後，処理室内に処理ガスを導入すると共に，処理室内
を真空引きして所定の圧力雰囲気に維持する。次いで，上部電極に対してプラズマ生成用
電力を印加すると共に，下部電極に対して一定電力に保たれたバイアス用電力を印加する
。その結果，処理室内の処理ガスが解離してプラズマとラジカルが生成され，そのラジカ
ルと，バイアス用電力によりウェハに引き込まれるプラズマ中のイオンとにより，ウェハ
上に形成されたＳｉＯ2（酸化シリコン）膜などの絶縁膜がイオンアシストエッチングさ
れ，該絶縁膜にコンタクトホールが形成される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら，０．１５μｍデザインルール下でコンタクトホールを形成する場合には，
アスペクト比が高くなり，絶縁膜のエッチングレートが低下する。また，絶縁膜の表面に
形成されたフォトレジスト膜は，イオンによって常時スパッタされる。この際，フォトレ
ジスト膜の上面とパターン形成面との間に形成される角部が多くスパッタされる。その結
果，図２（ｄ）に示すようにフォトレジスト膜２０６のパターン幅が広がってしまい，所
望のコンタクトホール２１０を形成できないという問題が生じる。従って，フォトレジス
ト膜２０６のエッチングレート（またはエッチング量）に対する絶縁膜２０２のエッチン
グレート（またはエッチング量）の比（以下，「選択比」という。）を高くする技術が必
要となる。
【０００４】
本発明は，従来の技術が有する上記のような問題点に鑑みて成されたものであり，本発明
の第１目的は，エッチングの選択比を向上させて，被処理体に超微細なエッチング加工を
施すことが可能な，新規かつ改良されたプラズマエッチング方法を提供することである。
【０００５】
また，本発明の第２の目的は，被処理体に所定形状のコンタクトホールを形成することが
可能な，新規かつ改良されたプラズマエッチング装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために，本発明の第１の観点によれば，請求項１に記載の発明のよ
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うに，処理室内に処理ガスを導入し，プラズマ源により処理室内にプラズマを生成すると
共に，処理室内に配置された電極にバイアス用電力を印加して，電極上に載置された被処
理体に対して所定のエッチング処理を施すプラズマエッチング方法であって，バイアス用
電力を電極に印加して所定のエッチング時間にわたり被処理体にエッチングを施すエッチ
ング工程と，バイアス用電力を低減または遮断して所定の成膜時間にわたり被処理体表面
のエッチングマスクに保護膜を形成する成膜を施す成膜工程とを順次反復し，その際に，
前記各エッチング時間と前記各成膜時間とは，エッチング処理の進行に応じて変更される
ことを特徴とする，プラズマエッチング方法が提供される。
【０００７】
　かかる構成によれば，エッチング工程と成膜工程とを反復しながらエッチング処理を行
うので，エッチングマスク，例えばフォトレジスト膜を保護膜で保護しながら被処理体に
エッチングを行うことができる。その結果，フォトレジスト膜がエッチングされ難くなり
，選択比が大きくなるので，フォトレジスト膜のパターンの拡大を抑制することができ，
さらに成膜工程時にマスクパターン側壁にも保護膜が形成されるので，被処理体に所望の
コンタクトホールを形成できる。また，各エッチング時間と各成膜時間とを，エッチング
処理の進行に応じて変更すれば，処理の進行によって被処理体とフォトレジスト膜の状態
が変化しても，所定のエッチング処理を行うことができる。
【０００９】
　さらに，各成膜時間を，例えば請求項２に記載の発明のように，エッチング処理の進行
に応じて相対的に延長しても良い。コンタクトホールは，処理の進行によってアスペクト
比が高くなり，コンタクトホール底面に保護膜が形成され難くなるので，上記の如く各成
膜時間を延長すれば，所定のエッチングを行いながらフォトレジスト膜の保護をより確実
に行うことができる。
【００１０】
　さらにまた，各成膜時間を，例えば請求項３に記載の発明のように，１秒以上にすれば
，各成膜工程の間に保護膜をフォトレジスト膜に形成できる。
【００１１】
　また，エッチング処理の最終工程として，例えば請求項４に記載の発明のように，エッ
チング工程を行えば，コンタクトホール底面やフォトレジスト膜上に形成された保護膜を
除去できるので，保護膜の除去工程が不要となり，後処理を迅速に行うことができる。
【００１２】
　さらに，エッチング処理の開始工程として，例えば請求項５に記載の発明のように，成
膜工程を行えば，エッチング工程の前にフォトレジスト膜を保護膜で保護できるので，被
処理体により所望の処理を行うことができる。
【００１３】
　さらにまた，例えば請求項６に記載の発明のように，エッチング対象を酸化シリコン膜
とし，処理ガスとしてフルオロカーボンガスを含むガスを採用すれば，フォトレジスト膜
に保護膜を確実に形成できると共に，ＳｉＯ２膜に所望のコンタクトホールを形成できる
。
【００１４】
　また，本発明の第２の観点によれば，請求項７に記載の発明のように，処理室内に処理
ガスを導入し，プラズマ源により処理室内にプラズマを生成すると共に，処理室内に配置
された電極にバイアス用電力を印加して，電極上に載置された被処理体に対して所定のエ
ッチング処理を施すプラズマエッチング装置であって，電極には，所定のエッチング時間
にわたりバイアス用電力を出力し，所定の成膜時間にわたりバイアス用電力を低減または
遮断すると共に，バイアス用電力の出力と低減または遮断とを１秒以上の周期で順次反復
するバイアス用電源が接続され，その際に，前記各エッチング時間と前記各成膜時間とは
，エッチング処理の進行に応じて変更されることを特徴とする，プラズマエッチング装置
が提供される。
【００１５】
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　かかる構成によれば，電極に対してバイアス用電力を間欠的に印加するので，上記請求
項１に記載の発明のように，バイアス用電力の印加時には被処理体にエッチングを施し，
バイアス用電力の低減時または遮断時には被処理体のエッチングマスクに保護膜を形成す
ることができ，被処理体に所望のコンタクトホールを形成できる。また，各エッチング時
間と各成膜時間とを，エッチング処理の進行に応じて変更すれば，処理の進行によって被
処理体とフォトレジスト膜の状態が変化しても，所定のエッチング処理を行うことができ
る。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に，添付図面を参照しながら，本発明にかかるプラズマエッチング方法およびプラズ
マエッチング装置の実施の一形態について説明する。
【００１７】
（１）エッチング装置の全体構成
まず，図１を参照しながら本発明を適用可能な平行平板型プラズマエッチング装置１００
の全体構成について説明する。
エッチング装置１００の処理室１０２は，接地された導電性の処理容器１０４内に形成さ
れており，この処理室１０２内にウェハＷの載置台を兼ねた導電性の下部電極１０６が配
置されている。また，下部電極１０６には，整合器１０８を介して，本実施の形態にかか
るバイアス用電力を出力するバイアス用電源１１０が接続されている。このバイアス用電
源１１０には，バイアス用電力の供給を制御する制御器１１２が接続されている。なお，
バイアス用電力の制御構成の詳細については，後述する。
【００１８】
また，下部電極１０６の載置面に対向する位置には，導電性の上部電極１１４が配置され
ており，この上部電極１１４と処理容器１０４との間には，絶縁部材１１６が介装されて
いる。さらに，上部電極１１４には，整合器１１８を介して，上記バイアス用電力よりも
周波数が相対的に高いプラズマ生成用電力を出力するプラズマ生成用電源１２０が接続さ
れている。また，プラズマ生成用電源１２０にも，上記制御器１１２が接続されており，
この制御器１１２によってプラズマ生成用電力の供給が制御される。
【００１９】
さらに，上部電極１１４には，多数のガス吐出孔１１４ａが形成されており，これらガス
吐出孔１１４ａには，ガス供給管１２２を介して不図示の処理ガス供給源が接続されてい
る。また，処理容器１０４内の下方には，排気管１２４が接続されており，この排気管１
２４には，不図示の真空ポンプが接続されている。
【００２０】
（２）エッチング処理工程
次に，図１～図９を参照しながら本実施の形態のエッチング処理工程について詳細に説明
する。
まず，図１に示す下部電極１０６上にウェハＷを載置する。このウェハＷには，例えば図
２（ａ）に示すように，ウェハＷを構成する基板２００上に，例えばＳｉＯ2から成る絶
縁膜２０２が形成されており，さらにその絶縁膜２０２上に所定のパターン２０４が形成
されたエッチングマスクであるフォトレジスト膜２０６が積層されている。また，図１に
示す処理室１０２内には，ガス供給源からガス供給管１２２とガス吐出孔１１４ａを介し
て，例えばＣ4Ｆ8とＣＯとＡｒとＯ2との混合ガスから成る処理ガスを導入する。この際
，Ｃ4Ｆ8とＣＯとＡｒとＯ2の流量は，１：４：１５：１の流量比に設定されている。さ
らに，処理室１０２内は，排気管１２４を介して真空引きされ，例えば３５ｍＴｏｒｒの
圧力に維持されている。
【００２１】
次いで，制御器１１２の制御により，プラズマ生成用電源１２０から整合器１１８を介し
て上部電極１１４に，２７ＭＨｚで上部電極（１１４）１ｃｍ2当たり４Ｗ～５Ｗの高周
波電力を印加すると共に，バイアス用電源１１０から整合器１０８を介して下部電極１０
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６に，上記プラズマ生成用電力よりも相対的に低い周波数である８００ｋＨｚでウェハＷ
１ｃｍ2当たり５Ｗの高周波電力を後述の如く間欠的に印加する。
【００２２】
ここで，図２～図９を参照しながら，バイアス用電力の制御構成について説明する。
図３は，本実施の形態のバイアス用電力の供給構成，すなわち図４に示すバイアス用電力
を印加するオンサイクル（以下，「エッチング工程」という。）から処理を開始して，９
回のエッチング工程と，８回のバイアス用電力を印加しないオフサイクル（以下，「成膜
工程」という。）とを交互に繰り返し，エッチング工程で処理を終了した時点でのウェハ
Ｗ上の一点における選択比（絶縁膜２０２のエッチングされた量／フォトレジスト膜２０
６のエッチングされた量）と，デューティー（オンサイクル時間／（オンサイクル時間＋
オフサイクル時間））との関係を示している。また，上記オンサイクル時間は３０秒に，
オフサイクル時間はデューティーを満たす時間に設定されている。なお，デューティー１
００％とは，バイアス用電力を連続的に印加した場合である。また，成膜工程において，
バイアス用電力を遮断するのと同程度の作用があるようにバイアス用電力を低減させても
良い。
【００２３】
図３より，デューティーを下げることにより選択比が向上することがわかる。この理由と
して以下のことが考えられる。下部電極１０６にバイアス用電力を印加している期間（エ
ッチング工程）では，Ｃ4Ｆ8の解離によって生じるＣＦxイオンとＣＦxラジカル，および
Ａｒイオン等により絶縁膜２０２がイオンアシストエッチングされる。一方，フォトレジ
スト膜２０６は，絶縁膜２０２のエッチングレートよりも低いものの，上記イオンにより
スパッタ（エッチング）される。
【００２４】
また，バイアス用電力を印加していない期間（成膜工程）では，イオンがウェハＷに引き
寄せられない。その結果，図２（ｂ）に示すように，ＣＦxラジカルがフォトレジスト膜
２０６の表面に付着することによってポリマー（重合体）２０８が形成される。同様に，
絶縁膜２０２の表面にもポリマー２０８が形成される。しかし，絶縁膜２０２の表面は，
少なくともフォトレジスト膜２０６の厚み分だけは深いところにあり，またラジカル粒子
は熱運動（ランダム運動）をするので，絶縁膜２０２の表面に形成されるポリマー２０８
の厚み（Ｂ）は，フォトレジスト膜２０６の表面に形成されるポリマー２０８の厚み（Ａ
）よりも薄い。この点については，図８を用いて後述する。
【００２５】
さらに，フォトレジスト膜２０６は，例えばＣxＦyＯzから成るため，ＳｉＯ2から成る絶
縁膜２０２よりもポリマー２０８に分子組成が近いためポリマー２０８が付着し易いと考
えられる。この点については，図９を用いて後述する。
【００２６】
また，成膜工程に続くエッチング工程では，ポリマー２０８がフォトレジスト膜２０６の
保護膜として働く。つまり，まずポリマー２０８がエッチングされ，その後にフォトレジ
スト膜２０６がエッチングされるので，フォトレジスト膜２０６がエッチングされる量が
減る。一方，絶縁膜２０２上のポリマー２０８は薄いので，絶縁膜２０２のエッチングの
進行をさほど妨げることがない。
【００２７】
また，エッチング工程では，絶縁膜２０２は約８０００オングストローム／分，フォトレ
ジスト膜２０６は約８００オングストローム／分，保護膜であるポリマー２０８は約２３
００オングストローム／分でエッチングされる。これに対して，成膜工程では，ポリマー
２０８は約１８００オングストローム／分でフォトレジスト膜２０６の表面に成膜される
。このことは，図３に示すように，バイアス用電力を常時印加した場合には選択比が１０
であり，そのバイアス用電力をデューティー５０％で印加した場合には選択比が１５にな
ることに対応している。
【００２８】
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また，図５は，図３と同じ条件でデューティーを変えたときの全処理時間と，絶縁膜２０
２の平均エッチングレート（絶縁膜２０２のエッチング量／成膜工程を含む全処理時間）
との関係を示している。図５より，デューティーを下げると，平均エッチングレートが低
下し，全処理時間が長くなることがわかる。
【００２９】
また，図６は，図３と同じ条件でデューティーを変えて全処理時間を終了した時点で残存
しているフォトレジスト膜２０６の厚みを示している。図６より，デューティーを下げる
と，フォトレジスト膜２０６の残量が増加し，結果的に期待通りの形状のコンタクトホー
ル２１０（図２（ｃ）を参照。）が形成されることがわかる。
【００３０】
また，図７（ｂ）は，図７（ａ）に示す状態のウェハＷに対して，所定時間の成膜工程を
施した後におけるコンタクトホール２１０底面と，フォトレジスト膜２０６上面に形成さ
れるポリマー２０８の状態を示したものである。また，図８は，図７（ｂ）に示すコント
クトホール２１０のアスペクト比を変えたときのフォトレジスト膜２０６上面に形成され
るポリマー２０８の厚みＡに対するコンタクトホール２１０底面に形成されるポリマー２
０８の厚みＢの比を示す。なお，本明細書中において，アスペクト比とは，図７（ｂ）に
示すフォトレジスト膜２０６の上面と絶縁膜２０２の底面との間の距離ｄと，コンタクト
ホール２１０の直径ｒの比（ｄ／ｒ）である。
【００３１】
図８より，アスペクト比が大きくなるに従って，すなわちエッチングが進行してコンタク
トホール２１０が深くなるに従って，コンタクトホール２１０底面に形成されるポリマー
２０８の厚みＢは，フォトレジスト膜２０６上面に形成されるポリマー２０８の厚みＡに
比べて薄くなることがわかる。
【００３２】
また，図９は，図３と同じプロセス条件の成膜工程で，ウェハＷの表面がフォトレジスト
膜２０６の場合と，ウェハＷの表面が絶縁膜（ＳｉＯ2膜）２０２の場合のポリマー２０
８の成膜速度を比較したものである。図９より，フォトレジスト膜２０６上に約１２０オ
ングストロームのポリマー２０８が形成されるまでは，絶縁膜２０２上にはポリマー２０
８が形成されない事がわかる。この程度の期間（５秒）では，バイアス用電力の印加を停
止しても，絶縁膜２０２にはポリマー２０８等が形成されない。
【００３３】
以上の実験データから以下のことが言える。図４では，上述の如くエッチング工程を１回
当たり３０秒とし，エッチング工程から始めてエッチング工程で終了する場合について示
した。このように，最初の工程と最後の工程とがエッチング工程であれば，デューティー
が同じであっても１回当たりのエッチング工程と成膜工程の時間を長くすることにより，
全処理時間を短縮できる。
【００３４】
また，本実施の形態では，エッチング工程を最終工程としているが，これは成膜工程を最
終工程とすると，フォトレジスト膜２０６表面やコンタクトホール２１０底面にポリマー
２０８等の反応生成物が付着したまま残るので，ポリマー等を除去する工程が余分に必要
となり，スループットを低下させるからである。つまり，最終のエッチング工程では，ポ
リマー２０８を除去し，コンタクトホール２１０の形成が完了するまでエッチングが行わ
れる。
【００３５】
また，図９に示すように，成膜工程の時間が５秒であれば，絶縁膜２０２上にポリマー２
０８が形成されず，フォトレジスト膜２０６上にポリマー２０８が形成される。上記時間
は，使用する処理ガスの種類等のプロセス条件によって変わるが，少なくとも１秒以上で
あれば，フォトレジスト膜２０６上にポリマー２０８が形成されることもあり，上記と同
様の効果を得ることができる。なお，処理時間を短くするためには，エッチング工程の時
間を成膜工程の時間よりも一般的に長くすれば良い。また，本実施の形態では，バイアス
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用電力のオン・オフの周期が１秒以上であるので，特殊なパルス電源を用いなくてもソフ
トウェアによって電源のオン・オフを容易に制御できる。
【００３６】
また，コンタクトホール２１０の径が小さい場合は，エッチングの開始時において所定の
アスペクト比が確保されている。従って，図８に示すように，最初の工程を成膜工程とし
ても，絶縁膜２０２には僅かなポリマー２０８が形成されるだけなので，エッチング速度
をさほど低下させないと共に，予めフォトレジスト膜２０６にポリマー２０８を形成でき
るので，選択比を向上させることができる。
【００３７】
また，コンタクトホール２１０は，エッチングが進行するに従ってアスペクト比が高くな
り，成膜工程によりコンタクトホール２１０の底面に形成されるポリマー２０８の成膜速
度は低下する。その結果，成膜工程によってコンタクトホール２１０のエッチングが妨げ
られる度合いは，エッチング開始時と比べて低下する。従って，エッチングに進行に合わ
せてデューティーを下げ，あるいはエッチング工程の時間を短くして成膜工程の時間を長
くすれば，フォトレジスト膜２０６にポリマー２０８を確実に形成しながら，絶縁膜２０
２に対しても所定のエッチングを施すことができる。
【００３８】
また，本実施の形態を採用すれば，成膜工程においてフォトレジスト膜２０６上に形成さ
れたポリマー２０８がエッチングされた後に，フォトレジスト膜２０６がエッチングされ
るので，選択比を高くすることができる。ただし，選択比を必要以上に高くすると，処理
時間が長くなる。
【００３９】
また，フォトレジスト膜２０６は，全処理を完了した時点で，図２（ｄ）に示す悪い形状
のコンタクトホール１０が形成されない程度，エッチングされずに残っていれば充分であ
る。従って，デューティーおよびエッチング・成膜工程１回当たりの夫々の時間は，絶縁
膜２０２およびフォトレジスト膜２０６の厚み，絶縁膜２０２およびフォトレジスト膜２
０６のエッチングレート，ポリマー２０８の成膜レート，コンタクトホールの径，エッチ
ングの進行の度合い，処理ガスの種類，バイアス用電力の大きさ等を考慮して処理時間が
最短になるように決められる。
【００４０】
本実施の形態は，以上のように構成されており，フォトレジスト膜２０６の上面やその肩
部にポリマー２０８を形成しながらエッチング処理を行うので，処理時にフォトレジスト
膜２０６が過度にエッチングされて，特に図２（ｃ）に示す肩部２０６ａが損傷すること
がない。その結果，パターン２０４に基づいて，高アスペクト比のコンタクトホール２１
０を確実に形成することができる。また，ポリマー２０８は，図２（ｂ）に示すように，
コンタクトホール２１０の内部側面にも付着するので，すでに形成されたコンタクトホー
ル２１０の内部側壁がエッチングされ難くなり，いわゆるボーイング形状となることを防
止できる。
【００４１】
以上，本発明の好適な実施の一形態について，添付図面を参照しながら説明したが，本発
明はかかる構成に限定されるものではない。特許請求の範囲に記載された技術的思想の範
疇において，当業者であれば，各種の変更例および修正例に想到し得るものであり，それ
ら変更例および修正例についても本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００４２】
例えば，上記実施の形態において，８００ｋＨｚのバイアス用電力を下部電極に印加する
構成を例に挙げて説明したが，８００ｋＨｚ以外の周波数の電力をバイアス用電力として
採用しても，本発明を実施することができる。
【００４３】
また，上記実施の形態において，絶縁膜としてＳｉＯ2を採用する構成を例に挙げて説明
したが，本発明はかかる構成に限定されるものではなく，例えばＢＰＳＧ(boron-phospho
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-silicate glass)や，ＴＥＯＳ(tetraethylorth-osilicate)や，ＳＯＧ(spin on glass)
や，ＳｉＯＦや，熱酸化膜（ＳｉＯ2）などの絶縁膜，あるいは絶縁膜以外のエッチング
処理に対しても，本発明を適用することができる。
【００４４】
さらに，上記実施の形態において，平行平板型プラズマエッチング装置を例に挙げて説明
したが，本発明はかかる構成に限定されるものではなく，被処理体にバイアス用電力を印
加できれば，誘導結合型エッチング装置やマイクロ波型エッチング装置などのプラズマ源
を備えたプラズマエッチング装置にも，本発明を適用することができる。
【００４５】
【発明の効果】
本発明によれば，エッチング処理中に，例えばフォトレジスト膜の露出面に保護膜を形成
する成膜工程を設けたので，その保護膜によってフォトレジスト膜がエッチングされ難く
なり，選択比を向上させることができる。その結果，処理終了時までフォトレジスト膜に
形成されたエッチングパターンを初期の状態と実質的に同一の状態に維持することができ
，上記パターンに基づいて，所定の超微細なコンタクトホールを形成することができる。
さらに，コンタクトホールの内部側壁にも保護膜を形成し，保護することができるため，
上記内部側壁面がエッチングされて生じるボーイング形状の発生を抑制することができ，
所定形状のコンタクトホールを形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用可能なエッチング装置を示す概略的な断面図である。
【図２】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法と従来のエッチング方法
を説明するためのウェハＷを表す概略的な断面図である。
【図３】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法を説明するための選択比
とデューティーとの関係を表す概略的な説明図である。
【図４】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法を説明するためのバイア
ス用電力のオン・オフサイクルを表す概略的な説明図である。
【図５】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法を説明するためのデュー
ティーを変化させた際の全処理時間と絶縁膜のエッチングレートとの関係を表す概略的な
説明図である。
【図６】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法を説明するためのフォト
レジスト膜の残膜厚みとデューティーとの関係を表す概略的な説明図である。
【図７】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法を説明するためのウェハ
Ｗを表す概略的な断面図である。
【図８】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法を説明するためのアスペ
クト比とポリマーの厚みとの関係を表す概略的な説明図である。
【図９】図１に示すエッチング装置に適用されるエッチング方法を説明するためのバイア
ス用電力オフ時間とポリマーの厚みとの関係を表す概略的な断面図である。
【符号の説明】
１００　　　エッチング装置
１０２　　　処理室
１０６　　　下部電極
１１０　　　バイアス用電源
１１２　　　制御器
１１４　　　上部電極
１２０　　　プラズマ生成用電源
２００　　　基板
２０２　　　絶縁膜
２０６　　　フォトレジスト膜
２０８　　　ポリマー（保護膜）
２１０　　　コンタクトホール
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